1) En el circuito de la figura 1 se muestra la simulacion con el programa Multisim de un
circuito con BJT:
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Figura 1. Datos: Vggac=0.7v, VeEsa=0.7V, VEsa=0.2v

a) ¢En qué zona trabaja el transistor? Razonar la respuesta.

b) Calcular el B del transistor. Dibujar la recta de carga y el punto Q.
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c) Variando solo un componente, sin que varie la recta de carga, hacer que el
transistor cambie de zona de trabajo (si trabajaba en activa/saturacion cambie a
saturacion/activa).

Calcular el nuevo punto de funcionamiento (Ig, Ic y Vcg) del transistor y dibujarlo
en la misma gréfica del apartado anterior.

d) (Cual sera el valor de Vg si se abre la malla de entrada entre Vg y Rg? Razonar la
respuesta.

2) En el funcionamiento del BJT en la zona activa, el diodo de colector
a) se polariza en directa
b) se polariza en inversa
¢) no conduce
d) trabaja en la region de ruptura
Explicar con ayuda de algun ejemplo la respuesta correcta.



3) Para el circuito de la figura 2:
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Figura 2. Datos: VGS(th)ZZ. lV, RDS(OH):6Q, ID(OH)=6OOmA @ VGS(OH)Z4.5V

a) Hallar el punto de funcionamiento (Ip, Vps, Vgs) para Vgs=0v.

b) Idem para Vgs=3v.

c) Dibujar la recta de carga y situar el punto Q de los apartados a) y b).
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4) Dadas las curvas de la figura 3:
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Figura 3

a) (De qué tipo de transistor se trata?

b) Extraer todos los parametros de la grafica explicando su significado.



5)

a) Polarizar un fotodiodo con una pila y una resistencia para que actlie como
fotodetector.

b) Explicar la ecuacion a que da lugar el efecto fotovoltaico.
Dibujar las curvas caracteristicas del fotodiodo para diferentes intensidades de
radiacion. Deducir y dibujar la recta de carga.
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